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マイクロプロセッサ
監視回路

特長
低消費電力：

高精度電圧モニタ

ADM800L/Mで±2％の誤差

リセット時間遅延－200 ms、または調整可能

1μAのスタンバイ電流

自動バッテリ・バックアップ電源切り換え操作

チップ・イネーブル信号を内部で高速にゲート

TSSOPパッケージも供給（ADM691A）

アプリケーション
マイクロプロセッサ・システム

コンピュータ

コントローラ

インテリジェント機器

自動車システム

マイクロプロセッサ電源モニタ処理

概要
ADM691A/ADM693A/ADM800L/ADM800M監視回路ファミリ

は、マイクロプロセッサ・システムの電源モニタ処理とバッテリ制
御機能を1チップ内に収めた製品です。マイクロプロセッサのリ
セット、バックアップ・バッテリの切り換え、ウォッチドッグ・タ
イマ、CMOS RAMへの書き込み保護、電源異常警報機能等を備えて
います。このファミリ製品は、MAX691A/93A/800Aファミリの
アップグレード製品です。
製品は、全て16ピンのDIPおよびSOパッケージに実装されていま

す。ADM691Aは、小型のTSSOPパッケージでも実装され以下の機
能を備えます。
1. 電源起動時、パワーダウン時、および節電状態中に電源起動リ
セット出力を出力します。この回路は、VCCが1 Vでも動作し続け
ます。

2. CMOS RAM、CMOSマイクロプロセッサまたは他の低消費電力
ロジック用のバッテリ・バックアップ機能。

3. オプションのウォッチドッグ・タイマが規定された時間内にト
グルされない場合、リセット・パルスを出力。

4. 電源異常時の警告、低バッテリ検出、または＋5 V以外の電源モ
ニター用の1.25 Vスレッショルド検出回路。

機能ブロック図

図1.　代表的な応用回路
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ADM691A/ADM693A/ADM800L/M―仕様
（特に指定のない限りVCC＝4.75 V～5.5 V（ADM691A、ADM800L）4.5 V～5.5 V（ADM693A、ADM800M）VBATT＝＋2.8 V、TA＝TMIN～TMAX）

パラメータ Min Typ Max 単位 テスト条件／備考

バッテリ・バックアップ切り換え
　VCC、VBATT動作電圧範囲 0 5.5 V
　VOUT出力電圧 VCC－0.05 VCC－0.02 V IOUT＝25 mA

VCC－0.3 VCC－0.2 V IOUT＝250 mA
　VCC ～ VOUT出力抵抗 0.8 1.2 Ω VCC＝4.5 V
　バッテリ・バックアップ・モードでのVOUT VBATT－0.3 V VBATT＝4.5 V、 IOUT＝20 mA

VBATT－0.25 V VBATT＝2.8 V、 IOUT＝10 mA
VBATT－0.15 V VBATT＝2.0 V、 IOUT＝5 mA

　VBATT ～ VOUT出力抵抗 12 Ω VBATT＝4.5 V
20 Ω VBATT＝2.8 V
25 Ω VBATT＝2.0 V

　電源電流（IOUTを除いて） 70 100 μA VCC＞（VBATT－1 V）
　バッテリ・バックアップ・モードでの電源電流（IOUTを除いて） 0.04 1 μA VCC＜（VBATT－1.2 V）、VBATT＝2.8 V
　バッテリ・スタンバイ電流 5.5 V＞VCC＞VBATT＋0.2 V
　　（＋＝放電、－＝充電） －0.1 ＋0.02 μA （VBATT＋0.2 V）＜VCC、TA＝＋25℃

－1.0 ＋0.02 μA （VBATT＋0.2 V）＜VCC
　バッテリ切り換えスレッショルド VBATT＋0.03 V 電源起動
　VCC－VBATT VBATT－0.03 V パワーダウン
　バッテリ切り換えヒステリシス 60 mV
　BATT ON出力電圧LO 0.1 0.4 V ISINK＝3.2 mA

0.7 1.5 V ISINK＝25 mA
　BATT ON出力短絡回路電流 60 mA シンク電流

1 15 100 μA ソース電流
リセットおよびウォッチドッグ・タイマ
　リセット電圧スレッショルド
　ADM691A、 ADM800L 4.5 4.65 4.75 V
　ADM693A、 ADM800M 4.25 4.40 4.50 V
　ADM800L、 VCC低下 4.55 4.70 V TA＝＋25℃
　ADM800M、 VCC低下 4.3 4.45 V TA＝＋25℃
　リセット・スレッショルド・ヒステリシス 15 mV
　VCCからRESETの遅延 80 μS パワーダウン
　LOW LINEからRESET遅延 800 ns
　リセット・タイムアウト間隔、内部オシレータ 140 200 280 ms 電源起動
　リセット・タイムアウト間隔、外部クロック 2048 サイクル 電源起動
　ウォッチドッグ・タイムアウト間隔、内部オシレータ 1.0 1.6 2.25 s 長時間

70 100 140 ms 短時間
　ウォッチドッグ・タイムアウト間隔、外部クロック 4096 サイクル 長時間

1024 サイクル 短時間
　最小WDI入力パルス幅 100 ns VIL＝0.4、VIH＝0.75×VCC
　RESET出力電圧 0.004 0.3 V ISINK＝50μA、VCC＝1 V、VBATT＝0 V

0.1 0.4 V ISINK＝3.2 mA、VCC＝4.25 V
3.5 V ISOURCE＝1.6 mA、VCC＝5 V

　RESET出力短絡回路電流 7 20 mA
　RESET出力電圧LO 0.1 0.4 V ISINK＝3.2 mA
　LOW LINE出力電圧 0.4 V ISINK＝3.2 mA、VCC＝4.25 V

3.5 V ISOURCE＝1μA、VCC＝5 V
　LOW LINE短絡回路ソース電流 1 15 100 μA
　WDO出力電圧 0.4 V ISINK＝3.2 mA、VCC＝4.25 V

3.5 V ISOURCE＝500μA、VCC＝5 V
　WDO短絡回路ソース電流 3 10 mA
　WDI入力スレッショルド
　　ロジックLO 0.8 V
　　ロジックHI 0.75×VCC V
　WDI入力電流 －50 －10 μA WDI＝0 V

20 50 μA WDI＝VOUT
電源異常検出回路
　PFI入力スレッショルドADM69xA 1.2 1.25 1.3 V VCC＝5 V
　PFI入力スレッショルドADM800L/M 1.225 1.25 1.275 V VCC＝5 V
　PFI入力電流 ±0.01 ±25 nA
　PFO出力電圧 0.4 V ISINK＝3.2 mA

3.5 ISOURCE＝1μA
　PFO短絡回路ソース電流 1 15 100 μA
　PFIからPFOの遅延 25 μs VIN＝－20 mV

60 μs VIN＝20 mV
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ADM691A/ADM693A/ADM800L/M
パラメータ Min Typ Max 単位 テスト条件／備考

チップ・イネーブル・ゲート操作
　CEINリーク電流 ±0.005 ±1 μA ディスエーブル・モード
　CEINからCEOUTの抵抗成分 40 150 Ω イネーブル・モード
　CEINからCEOUTの伝播遅延 6 10 ns RIN＝50Ω、CLOAD＝50 pF
　CEOUT短絡回路電流 0.1 0.75 2.0 mA ディスエーブル・モード、 CEOUT＝0 V
　CEOUT出力電圧 3.5 V VCC＝5 V、 IOUT＝－100μA

2.7 V VCC＝0 V、 VBATT＝2.8 V、 IOUT＝1μA
　RESETからCEOUTの伝播遅延 12 μs パワーダウン
オシレータ
　OSC IN入力電流 0.1 ±5 μA OSC SEL＝0 V
　OSC IN入力プルアップ電流 10 100 μA OSC SEL＝VOUTまたは開放状態
　OSC SEL入力プルアップ電流 10 100 μA OSC SEL＝0 V
　OSC IN周波数範囲 500 kHz OSC SEL＝0 V
　OSC INスレッショルド電圧 VOUT－0.4 VOUT－0.6 V VIH

3.65 2.00 V VIL
　OSC IN周波数（外部コンデンサ使用） 100 kHz OSC SEL＝0V、COSC＝47 pF
注意
1　VCCまたはVBATTのいずれかの電圧が＋2.0 Vを超える場合、他の電圧を0 Vにできます。
仕様は、予告無しに変更する場合があります。

絶対最大定格*
VCC …………………………………………………… －0.3 V～＋6 V
VBATT ………………………………………………… －0.3 V～＋6 V
他のすべての入力 ………………………… －0.3 V～VOUT＋0.5 V
入力電流
　VCC（ピーク）……………………………………………… 1000 mA
　VCC（連続）………………………………………………… 250 mA
　VBATT（ピーク）…………………………………………… 250 mA
　VBATT（連続）………………………………………………… 25 mA
GND、BATT ON …………………………………………… 100 mA
ディジタル出力電流 ………………………………………… 25 mA
消費電力、N-16 DIP ………………………………………… 842 mW
　θJA熱インピーダンス ………………………………… 135℃/W
消費電力、R-16幅狭SOIC ………………………………… 700 mW
　θJA熱インピーダンス ………………………………… 110℃/W
消費電力、R-16幅広SOIC ………………………………… 762 mW
　θJA熱インピーダンス ………………………………… 110℃/W
消費電力、RU-16 TSSOP …………………………………… 500 mW
　θJA熱インピーダンス ………………………………… 158℃/W
動作温度範囲
　産業（Aバージョン） ………………………… －40℃～＋85℃
リード温度（ハンダ付け、10秒） ………………………… ＋300℃
　気相（60秒）……………………………………………… ＋215℃
　赤外線（15秒）…………………………………………… ＋220℃
保管温度範囲 …………………………………… －65℃～＋150℃

*“絶対最大定格”を超えるストレスは、デバイスを永久的に破壊する場合があります。この
定格はデバイスの単なるストレスの度合いであり、基本的な動作あるいは動作の項に示す
他の条件においてこの定格は考慮されていません。デバイスをある項目についての絶対
最大定格の状態に長時間さらすとデバイスの信頼性に影響を与えます。

オーダー・ガイド

パッケージ

モデル 温度範囲 オプション

ADM691AAN －40℃ ～ ＋85℃ N-16
ADM691AARN －40℃ ～ ＋85℃ R-16N
ADM691AARW －40℃ ～ ＋85℃ R-16W
ADM691AARU －40℃ ～ ＋85℃ RU-16
ADM693AAN －40℃ ～ ＋85℃ N-16
ADM693AARN －40℃ ～ ＋85℃ R-16N
ADM693AARW －40℃ ～ ＋85℃ R-16W
ADM800LAN －40℃ ～ ＋85℃ N-16
ADM800LARN －40℃ ～ ＋85℃ R-16N
ADM800LARW －40℃ ～ ＋85℃ R-16W
ADM800MAN －40℃ ～ ＋85℃ N-16
ADM800MARN －40℃ ～ ＋85℃ R-16N
ADM800MARW －40℃ ～ ＋85℃ R-16W

表I.　製品選択表

電源投入時の 低VCC ウォッチドッグ バッテリ・バックアップ ベース・ドライブ チップ・イネーブル

製品番号 リセット時間 スレッショルド タイムアウト 切り換え 外部PNP 信号

ADM691A 200 msまたは調整可能 4.65 V±3％ 100 ms、1.6s、調整可能 Yes Yes Yes
ADM693A 200 msまたは調整可能 4.4 V±3％ 100 ms、1.6s、調整可能 Yes Yes Yes
ADM800M 200 msまたは調整可能 4.4 V±2％ 100 ms、1.6s、調整可能 Yes Yes Yes
ADM800L 200 msまたは調整可能 4.65 V±2％ 100 ms、1.6s、調整可能 Yes Yes Yes
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ピン配置

ピンの説明

ピン 名称 機能

1 VBATT バッテリ・バックアップ入力。外部バッテリまたはコンデンサと接続。またバックアップ・バッテリを使
わない場合は、グラウンドに接続。

2 VOUT 出力電圧。VCCあるいはVBATTの電圧の高い方が内部でVOUTと接続されます。VCC電圧がVBATTより高く、さら
にリセット・スレッショルドより高い場合、VCCがVOUTと接続されます。しかしVCC電圧がVBATTより低く、
さらにリセット・スレッショルドより低い場合、VBATTがVOUTと接続されます。バックアップ・バッテリを
使わない場合、VOUTをVCCに接続します。

3 VCC 電源入力；＋5 V。
4 GND 0 V。全信号のグラウンド・リファレンス。
5 BATT ON ロジック出力。VOUTが内部でVBATT入力に接続された際は、BATT ONはHIになります。またVOUTが内部でVCC

に接続された際は、LOになります。出力電流をVOUTの定格の250 mA以上に増加させたい場合は、この出力
で外部PNPトランジスタのベース（抵抗を通して）をドライブします。

6 LOW LINE ロジック出力。VCCがリセット・スレッショルド未満となった場合、LOW LINEはLOになります。またVCC
がリセット・スレッショルド以上に復帰すると、すぐにHIに戻ります。

7 OSCIN オシレータ・ロジック入力。OSC SELがHIまたは開放状態の際、内部オシレータがイネーブルとなり、リ
セット遅延とウォッチドッグ・タイムアウト間隔が設定されます。OSC INをLOに接続すると、100 msを選
択し、また開放状態で1.6 sを選択します。さらにOSC SELがLOの際、外部クロック信号でOSC INをドラ
イブするか、あるいはOSC INとGNDの間に外部コンデンサを接続します。これにより、リセットのアク
ティブ・パルスのタイミングとウォッチドッグ・タイムアウト間隔両方を設定します。（表IIと図4を参照
して下さい。）

8 OSC SEL ロジック・オシレータ選択入力。OSC SELを無接続（開放状態）またはHIにドライブした場合、内部オシ
レータがリセットのアクティブ時間とウォッチドッグ・タイムアウト間隔を設定します。OSC SELがLOの
場合、外部オシレータ入力（OSCIN）がイネーブルとなります。このOSC SELは、内部で10μAのプルアッ
プを備えています。

9 PFI 電源異常入力。このPFIは、電源異常コンパレータへの非反転入力です。PFIが1.25 V未満の場合、PFOはLO
となります。使用しない場合は、PFIをGNDまたはVOUTに接続します。

10 PFO 電源異常出力。PFOは、電源異常コンパレータの出力です。PFIが1.25 V未満の場合、LOとなります。
11 WDI ウォッチドッグ入力。WDIは、3レベル入力です。WDIがウォッチドッグ・タイムアウト間隔よりも長い間H

IまたはLOである場合、RESETはLOパルスを出力し、WDOはLOになります。タイマは、WDIライン上の信
号遷移でリセットされます。WDIを開放状態、あるいは中間電位にドライブした場合、ウォッチドッグ・
タイマはディスエーブル状態になります。

12 CEOUT 出力。CEINがLOでVCCがリセット・スレッショルドより高い時だけCEOUTはLOになります。リセットをア
サートした際にCEINがLOの場合、CEOUTは15μS間またはCEINがHIになるまでLOのままです。

13 CEIN チップ・イネーブル入力。CEゲート回路への入力。使用しない場合、GNDまたはVOUTに接続。
14 WDO ロジック出力。WDIがウォッチドッグ・タイムアウト間隔よりも長い間HIまたはLOであった場合、ウォッ

チドッグ出力（WDO）はLOになります。WDIの次の信号遷移で、WDOはHIに設定されます。WDIが無接続
の場合、WDOはHIのままです。

15 RESET ロジック出力。VCCがリセット・スレッショルド未満に低下した場合、RESETはLOになります。VCCがリセッ
ト・スレッショルド以上になっても、この信号は200 ms（typ）の間LOのままです。

16 RESET ロジック出力。RESETは、オープン・ドレイン方式の出力です。またこの信号は、RESETを反転したもので
す。
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ADM691A/ADM693A/ADM800L/M代表的性能曲線―

図2.　ICCと温度の関係：通常動作

図7.　VBATTとVOUTの間の電圧降下と電流の関係

図6.　VCCとVOUTの間の電圧降下と電流の関係

図5.　VCCとVOUT間のON抵抗と温度の関係

図4.　チップ・イネーブルのON抵抗と温度の関係

図3.　IBATTと温度の関係：バッテリ・バックアップ・モード
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図8.　バッテリ電流と入力電源電圧の関係

図12.　リセット・タイムアウト遅延と温度の関係

図11.　チップ・イネーブルの伝播遅延と負荷容量の関係

図10.　チップ・イネーブルの伝播遅延と温度の関係

図9.　ウォッチドッグおよびリセット・タイムアウト間隔とOSC

INコンデンサ容量の関係　　　　　　　　　　　　

図13.　RESET出力抵抗と温度の関係
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図15.　RESET応答時間図14.　RESET出力電圧と電源の関係

電源異常RESET出力
RESETは、VCCが無効な電圧レベルの際にマイクロプロセッサに

リセット信号を供給するアクティブLO出力です。VCCがリセット・
スレッショルド未満に低下した場合、RESET出力をLOにします。
このリセット・スレッショルド電圧は、4.65  V（ADM691A/
ADM800L）または4.4 V（ADM693A/ADM800M）です。
電源投入時、VCCが適切なリセット・スレッショルド以上に上昇

して200 m秒後までRESETはLOのままです。これにより、電源とマ
イクロプロセッサが安定するまでの余裕時間を持つことになりま
す。またパワーダウン時、VCCが1 V程度になるまでRESET出力は
LOのままです。これにより、マイクロプロセッサは安定して
シャットダウン状態になります。さらに1 V未満の電圧でもRESET
がLOであり続ける必要がある場合、RESETライン上にプルダウン
抵抗を接続すればこれを実現できます。この抵抗により、VCC＝0 V
までRESETをLOにします。しかしこれはVBATTが2 V未満の場合の
み必要だということに注意して下さい。バッテリ電圧が2V以上の
場合、RESETはVCCが0 Vから＋5.5 Vの範囲で正しく機能します。
外部オシレータまたは外部コンデンサをOSC INに接続すること

によって、このリセットのアクティブ時間を調整できます。表IIを
参照して下さい。
ADM691A/ADM800Lの保証する最小および最大スレッショルド

は、4.5 Vと4.75 Vです。またADM693A/ADM800Mの保証する最小
および最大スレッショルドは4.25 Vと4.5 Vです。したがって、
ADM691A/ADM800Lは＋10％と－5％の誤差を持つ5 V電源と互換
性があります。またADM693A/ADM800Mは±10％の誤差を持つ5
V電源と互換性があります。
RESETとは別に、アクティブHIのRESET出力を備えています。

これはRESET信号を反転したもので、アクティブHIのRESET信号
を必要とするプロセッサに有用です。

ウォッチドッグ・タイマ・リセット
ウォッチドッグ・タイマ回路は、マイクロプロセッサが無限ルー

プを実行していないかをチェックするために、その動作をモニター
します。プロセッサの1つの出力ラインをウォッチドッグ入力
（WDI）ラインのトグルに使用します。ある選択された時間内にこ
のラインがトグルしない場合、リセット・パルスを発生します。こ
のウォッチドッグ・タイムアウト間隔は、固定の“短い”100m秒、
または固定の“長い”1.6秒のタイムアウト間隔、あるいは調整可能
なタイムアウト間隔に設定できます。短いタイムアウト間隔を設定
しても、リセット直後の最初のタイムアウトは1.6秒ということに注

意して下さい。これにより、マイクロプロセッサがリセット後に再
び制御する際に十分な時間を扱うことができます。
ウォッチドッグ・タイマはリセットの終了時に再スタートしま

す。このリセットはWDIの動作が無い場合、またはVCCがリセット・
スレッショルド未満になった場合に発生します。
通常の（短い）タイムアウト間隔は、リセットがアクティブでな

い状態になった後のWDIの最初の遷移の後から有効になります。
WDIピン上の立ち上がり／立ち下がりの各信号遷移でウォッチドッ
グ・タイムアウト間隔は再スタートします。ウォッチドッグ・タイ
マがタイムアウトとならないように、WDI上のHIからLOまたはLO
からHIへの遷移は最小タイムアウト間隔以下で発生しなければな
りません。WDI上の信号がHIあるいはLOのままであれば、タイム
アウト間隔後（1.6秒）にリセット・パルスを出力します。ウォッチ
ドッグ入力（WDI）を開放状態にすると、このウォッチドッグ・モ
ニタ機能が停止します。開放状態の場合、内部抵抗回路はWDIを約
1.6 Vにバイアスします。

図16.　機能ブロック図
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ウォッチドッグ出力（WDO）
ウォッチドッグ出力（WDO）は、ウォッチドッグ・タイマがタイ

ムアウトした場合にLOを出力するステータス出力端子です。この
出力は、ウォッチドッグ入力の次の信号遷移でHIに戻るまでLOの
ままです。さらにVCCがリセット・スレッショルド未満になった場
合WDOをHIに設定します。WDIがHIあるいはLOのままである場
合、RESETとRESETは1.6秒毎に200 m秒のパルスを出力します。

ウォッチドッグとリセットのタイムアウトの間隔を変更
OSC SELとOSC INを使って、ウォッチドッグとリセットのタイ

ムアウト間隔を制御できます。表IIを参照して下さい。図16のよう
に、この2つの入力（OSC SELとOSC IN）を開放状態（あるいはVOUT
に接続）にした場合、リセットのタイムアウト間隔は固定の200 m
秒であり、またウォッチドッグのタイムアウト間隔は1.6秒です。図
16のようにOSC INをGNDに接続すると、リセットのタイムアウト
間隔は200 m秒のままですが、ウォッチドッグ・タイムアウトは短
い間隔（100 m秒）になります（リセット直後の間隔を除いて：この
場合のみ1.6秒に戻ります）。さらにOSC SELをGNDに接続すると、
OSC INとGNDとの間に接続するコンデンサの値またはOSC INを
オーバードライブする外部クロックの周波数の値によって、タイム
アウト間隔を任意に設定できます。外部コンデンサを接続する場合
のウォッチドッグ・タイムアウト間隔は
　　　　　　　Twd（ms）＝600（C/47 pF）

そしてリセットのアクティブ間隔は
　　　　　　　Treset（ms）＝1200（C/47 pF）

OSC INに外部クロックを接続する場合のタイムアウト間隔は
　　　　　　　Twd＝1024（1/fCLK）
　　　　　　　Treset＝2048（1/fCLK）

バッテリ切り換え
VCCの電圧がリセット・スレッショルドおよびVBATTより高い通常

動作時は、VCCは内部PMOSトランジスタ・スイッチを通してVOUT
に接続しています。このスイッチのON抵抗は0.75Ω（typ）で、VOUT
ピンに最高250 mAの電流を供給できます。通常このVOUTは、瞬間的
に250 mAを超える電流が必要なRAMメモリのドライブ用に利用さ
れます。この場合、VOUTにバイパス・コンデンサを接続する必要が
あります。このコンデンサは、RAMに過渡ピーク電流を供給しま
す。0.1μF以上の値のコンデンサを使います。
VOUT上で連続して250 mAを超える出力電流が必要な場合、あるい

はVCCとVOUTの間の電圧差を小さくする必要がある場合、外部PNP
パス・トランジスタを内部トランジスタと並列に配置します。そし
てBATT ON出力で外部トランジスタのベースをドライブします。

VCCの電圧がVBATT未満に低下し、そしてリセット・スレッショル
ド未満に低下した場合、バッテリ・バックアップ機能が動作しま
す。7ΩのMOSFETスイッチによりVBATT入力とVOUTが接続されま
す。CMOSのRAMのバッテリ・バックアップや他の低消費電力
CMOS回路に要求される低電流レベルでの、このMOSFETの入力と
出力の電圧差（降下電圧）は非常に小さいものです。バッテリ・バッ
クアップ時の供給電流は、0.04μAです。
さらに大きな値のコンデンサ、すなわち標準的な電解コンデン

サ、または数F程度の2層のコンデンサを短い期間のメモリ・バック
アップに使うことができます。
バッテリ切り換え機能が必要でない場合、VBATTをGNDに接続し、

VOUTをVCCに接続して下さい。
VCCがリセット・スレッショルド未満に低下した場合、ウォッチ

ドッグ機能はディスエーブル状態となり、WDIは内部抵抗回路と切
り離され高インピーダンス状態になります。
OSC SELをHIあるいは開放状態にした場合、内部オシレータがイ

ネーブル状態となります。この際、OSC INで1.6秒か100 m秒の
ウォッチドッグ・タイムアウト間隔を選択します。

図17.　RESETとチップ・イネーブルのタイミング

図18a.　外部クロック源

表II.　リセット・パルス幅とウォッチドッグ・タイムアウトの選択

ウォッチドッグ・タイムアウト間隔

OSC SEL OSC IN 通常 リセット直後 リセット・アクティブ間隔

LO 外部クロック入力 1024 clks 4096 clks 2048 clks
LO 外部コンデンサ 600 ms×C/47 pF 2.4 s×C/47 pF 1200 ms×C/47 pF
開放 LO 100 ms 1.6 s 200 ms
開放 開放またはVOUT 1.6 s 1.6 s 200 ms
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図18b.　内部オシレータ（1.6秒のウォッチドッグ）

図19.　ウォッチドッグ・タイミング

図18d.　内部オシレータ（100 m秒のウォッチドッグ）

図18c.　外部コンデンサ

図20.　電源低下コンパレータ

CEゲート操作とRAMの書き込み保護
このファミリ製品は、VCCが無効な電圧レベルの際に書き込み操

作を防ぎ、メモリ内のデータを保護するためのメモリ保護回路を備
えています。2つのピン（CEINとCEOUT）でCMOSのRAMのチップイ
ネーブルまたは書き込み入力を制御します。VCCの電圧が有効な場
合、CEINの値を5 nsの伝播遅延でCEOUTにそのまま出力します。VCC
がリセット・スレッショルド電圧より低下した場合、内部ゲートは
CEINとは無関係にCEOUTをHIにします。
CEOUTは、通常バッテリ・バックアップされたCMOS RAMのCE、

CSまたは書き込み入力をドライブします。これにより、VCCが無効

な電圧レベルの際に書き込みを防止し、メモリ内のデータが保護さ
れます。同様にCEOUTでEEPROM、EAROM、またはNOVRAMのス
トア入力あるいは書き込み入力をドライブすれば、EEPROMの保護
を行うことができます。

電源異常警報コンパレータ
マイクロプロセッサの電源電圧が低下したことを早期に警報す

るために、コンパレータを内部に設けています。電源異常入力
（PFI）の電圧は、内部の＋1.25 Vリファレンスと比較されます。PFI
上の電圧が1.3 V未満に低下した場合、電源異常出力（PFO）がLOに
なります。PFIは通常、外部の分圧回路で駆動されます。この分圧
回路には、システムの5 Vレギュレータへの入力（レギュレートされ
ていないDC）、またはレギュレートされた5 V出力が印加されます。
この分圧回路の分圧比は、＋5 V電源電圧がリセット・スレッショ
ルド未満となる数m秒前にPFIが1.25 Vより低下する電圧を選んで
設定します。電源が喪失する前にマイクロプロセッサがデータを
RAMストアし、電源遮断処理を実行できるように、PFOはマイクロ
プロセッサへの割り込みに使われます。

表III.　バッテリ・バックアップ・モードでの入力と出力の
ステータス　　　　　　　　　　　　　　　

信号 ステータス

VBATT 電源電流は1μA未満です。
VOUT VOUTは、内部PMOSスイッチを通じてVBATTに接続さ

れます。
VCC 切り換えコンパレータは、スイッチの切り換え用に

VCCをモニターします。
GND 0 V。
BATT ON ロジックHI。このオープン回路の電圧は、VOUTと同

じです。
LOW LINE ロジックLO。
OSC IN OSC INは無視されます。
OSC SEL OSC SELは無視されます。
PFI 電源異常コンパレータは、バッテリ・バックアッ

プ・モードでVCCがVBATT－1.2 Vを超える場合でもア
クティブのままです。VCCがこの値未満の場合、PFO
はLOになります。

PFO 電源異常コンパレータは、バッテリ・バックアッ
プ・モードでVCCがVBATT－1.2 Vを超える場合でもア
クティブのままです。VCCがこの値未満の場合、PFO
はLOになります。

WDI WDIは無視されます。
CEOUT ロジックHI。このオープン回路の電圧は、VOUTと同

じです。
CEIN 高インピーダンス。
WDO ロジックHI。このオープン回路の電圧は、VOUTと同

じです。
RESET ロジックLO。
RESET 高インピーダンス。
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図21.　ドライブ電流の増加

図22.　充電可能なバッテリ

図23.　電源異常コンパレータにヒステリシスを追加

アプリケーション情報
ドライブ電流の増加
VOUT上で250 mAを超える出力電流が連続的に必要な場合、あるい

はVCCとVOUTの間の電圧差を小さくする必要がある場合、外部PNP
パス・トランジスタを内部トランジスタと並列に配置します。そし
てBATT ON出力で電流制限抵抗を通して外部トランジスタのベー
スをドライブします。

バックアップ用に充電可能なバッテリを使用
バックアップ用にコンデンサまたは充電可能なバッテリを使用

する場合、充電抵抗をVOUTに接続して下さい。これは、抵抗をVCCに
接続した場合、パワーダウン中に存在する放電経路を除くためのも
のです。

電源異常コンパレータにヒステリシスを追加
回路動作をノイズに対して強くしたい場合、電源異常コンパレー

タにヒステリシスを設けます。このコンパレータ回路は非反転です
ので、図23に示すようにPFO出力とPFI入力の間に1個の抵抗を接続
すれば簡単にヒステリシスを加えることができます。PFOがLOの
場合抵抗R3はPFIピンの加算ノードからの電流をシンクします。ま
たPFOがHIの場合、PFIは加算ノードに電流をソースします。これ
により、コンパレータにヒステリシスが生じます。したがってR1と
R2で電圧レベルを設定し、R3でヒステリシスを加えます。またR3
は、PFO出力に対して大きな負荷を掛けないように10 kΩ以上にし
て下さい。さらにPFIとGNDとの間にコンデンサを設置すると、ノ
イズの除去およびフィルタ処理を実現できます。

代表的な動作回路
図24は、代表的な動作回路です。この回路は、電源モニター機能、

バッテリ・バックアップ切り換え機能、およびウォッチドッグタイ
マー機能を備えています。
VOUTからCMOS RAMの電源を供給します。電源が5 Vの場合、こ

れがVOUTに出力されます。VCCが異常の場合、VBATTをVOUTに出力し
ます。VOUTはVCCから最高250 mAの電流を供給できますが、より大
きな電流を必要とする場合、外部にPNPトランジスタを設けます。
VCCの電圧がVBATTおよびリセット・スレッショルドより高い場合、
BATT ONはLOとなり外部トランジスタをドライブするベース電流
を供給します。またVCCの電圧がVBATTおよびリセット・スレッショ
ルドより低い場合、内部の7ΩのMOSFETによりバックアップ・
バッテリとVOUTが接続されます。

リセット出力
内部電圧検出回路はVCCをモニターします。VCCの電圧がリセッ

ト・スレッショルド未満となった際にRESETを出力し、マイクロプ
ロセッサのRESETラインをLOにします。内部タイマ回路は、VCCが
スレッショルドを超えてから200 m秒後までRESETラインをLOに
し続けます。これにより、電源ラインが変動してもRESETがトグル
してしまうのを防ぐことができます。

早期電源異常検出回路
電源異常入力（PFI）に接続した抵抗分圧回路を通じて入力電源

ラインをモニターします。
PFI上の電圧が1.25 V未満に低下した場合、電源異常出力（PFO）

がプロセッサのNMI入力をLOにドライブします。抵抗R1とR2で電
源異常スレッショルドを7 Vに設定した場合、VCCが7 V未満に低下
してもマイクロプロセッサはデータをRAMに格納する時間的な余
裕が持てます。電源の静電容量によってこの時間を延ばすことがで
きます。これにより、マイクロプロセッサは電源が喪失する前に必
要なルーチンを実行できます。
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RAM書き込み保護
CEOUTラインは、CMOS RAMのチップ・セレクト入力をドライブ

します。VCCの電圧がリセット・スレッショルド電圧より高い限り、
CEOUTはCEINに追従します。VCCの電圧がリセット・スレッショル
ド未満に低下した場合、CEINのロジック・レベルとは無関係に
CEOUTはHIになります。これにより、マイクロプロセッサが電源起
動時、パワーダウン時、節電状態中、および瞬間的な電源遮断時に
RAMに間違ったデータを書き込むことを防げます。また、VCCの電
圧がリセット・スレッショルド未満に低下したときは、LOW LINE
出力はLOになります。

ウォッチドッグ・タイマ
マイクロプロセッサは、I/Oラインでウォッチドッグ入力（WDI）

をドライブします。OSC INとOSC SELが無接続の際、マイクロプ
ロセッサはソフトウェアが適切に実行されているかどうかをチェッ
クするためにWDIピンを1.6秒毎にトグルしなければなりません。
WDIがトグルしない場合、つまりハードウェアまたはソフトウェア
に異常が発生した場合は1.6秒後に幅200 m秒のRESETパルスを発生
します。このパルスでマイクロプロセッサは電源起動ルーチンを再
起動することになります。WDIが再びトグルされるまで、1.6秒ごと
にRESETパルスを発生します。
ウォッチドッグ出力（WDO）は、ウォッチドッグ・タイマがタイ

ムアウト間隔内に処理されない場合にLOになります。WDI上での
信号遷移が生じるまで、WDOはLOのままです。WDIを無接続にす
れば、このウォッチドッグ・タイマ機能をディスエーブルにできま
す。さらにOSC INとOSC SELで他のウォッチドッグ・タイマ機能
を実現できます。

ウォッチドッグ・タイマがイネーブルで、WDIがウォッチドッ
グ・タイムアウト間隔より長い間HIまたはLOのままであると、
RESETもLOになります。
RESET出力は内部で1.6 mAにプルアップされています。そして

オープン・コレクタ方式のRESETバスに接続、あるいは外部にプル
アップ抵抗を設けないで直接CMOSゲートをドライブできます。

図24.　代表的な応用回路
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「この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。」

外形寸法
寸法はインチと（mm）で示します。

16ピン幅狭SOIC

（R-16N）

16ピン幅広SOIC

（R-16W）

16ピンTSSOP

（RU-16）

16ピン・プラスチックDIP

（N-16）


